
© Коломієць Р. О.   /   2022

Компонентна база електронної апаратури

Лекція 15 

Параметри і характеристики

польових транзисторів



Параметри і характеристики польових транзисторів

Приклад: IRF640x

1



Параметри і характеристики польових транзисторів

Гранично допустимі параметри
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Лавинний струм (avalanche current)
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При використанні MOSFET в інжекторах (соленоїдах) і запальниках 

(трансформаторах) висока напруга, яка перевищує VDSS (див. сл. 1, виділено

червоним), в результаті зворотної електрорушійної сили від L, коли MOSFET 

вимкнений, виникає додатковий так званий лавинний струм. Цей струм створює 

великі втрати та може пошкодити MOSFET.



Параметри і характеристики польових транзисторів 4

𝐸𝐴𝑅 =
𝐿 ∙ 𝐼𝐴𝑅

2

2
⇒ 𝐿 =

𝐼𝐴𝑅
2

2𝐸𝐴𝑅

Лавинний струм (avalanche current)
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Як боротися з лавинним струмом?
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Дуже просто. Паралельно транзистору між стоком і витоком ставиться діод, 

допустимий прямий струм якого більший, ніж розрахунковий лавинний струм.

𝐼𝐷 > 𝐼𝐴𝑅

Ну, і поправочка на температуру:
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Загальні електричні характеристики
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Витоко-затворні характеристики
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Вихідні характеристики ПТ (теоретично)
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Вихідні характеристики ПТ (IRF640)
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Термічні характеристики
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Термічні характеристики
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Перехідні характеристики
та їх залежність від температури
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Залежність ємності затвора від напруги
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Області використання транзистора IRF640
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Основні схеми включення ПТ
Спільний витік (common source - CS)
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Аналогічна схемі із спільним емітером. Інвертує сигнал.
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Аналогічно до схеми із спільною базою – сигнал не інвертує, має високий вхідний 

(що добре для прецизійного підсилення по напрузі слабких сигналів) та вихідний 

опори (що не дозволяє ставити на вихід низькоомне навантаження). 

Основні схеми включення ПТ
Спільний затвор (common gate - CG)
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Аналогічно схемі із спільним колектором – по напрузі не підсилює (є 

«повторювачем напруги», буфером, витоковим повторювачем), але може 

працювати на низьоомне навантаження. Сигнал не інвертує.

Основні схеми включення ПТ
Спільний стік (common drain - CD)
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Простий підсилювач напруги на JFET
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Простий підсилювач напруги на MOSFET
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Резюме
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Далі буде…
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…Інші напівпровідникові пристрої 
(тиристори, IGBT тощо…)
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